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撰寫日期：3/31/2020

客製化高頻電路量測計畫書
	申請者姓名: 
	電話:

	申請日期:

	是否符合Layout Rule:
(是   (否，請參閱晶片佈局相關規定https://www.tsri.org.tw/tech/doc/layoutrule01.pdf

	是否為重複量測:
(否   (是，請附加上次量測分析過後的數據及結果。

	電路種類:

	(Device ((Passive  (Active )

(Circuit ((LNA (PA (Mixer (VCO (Divider □Synthesizer/PLL (Other            )

	可提供之量測服務:(請勾選欲量測的項目並填寫量測範圍)

	(S參數 (10 MHz~110 GHz)

   start:  0.1  GHz

   stop:  10    GHz
   step:  0.1  GHz

(4埠S參數 (10 MHz~50 GHz)

   start:      GHz

   stop:      GHz
   step:      GHz

(Noise figure (1 MHz~105 GHz)

   start:  1  GHz

   stop:  5   GHz
   step:  0.2   GHz

1. 本實驗室儀器最大輸出功率，在2 GHz、40 GHz與67 GHz時，分別約為22 dbm、15 dBm與13 dBm。

   (真正的輸出值將視實際上儀器架設或接線loss的大小而定)
2. 若有其他量測需求，請註明於以下〝其他量測需求〞欄位。經本實驗室確認其量測可行性後，方可進行量測。

	製程描述:(擇一)

(Standard Si Process   (Compound   (MEMS   (Other(請加以說明)     

	量測形式:

( On wafer device and circuit measurement   

( PCB measurement

( On wafer circuit measurement with PCB bias network

	探針種類與數量需求:(請勾選並填寫所需數目)
(100 μm GSG ×  2  
(100 μm GSGSG ×     
(DC Probe (3-pin,PGP,100 μm) ×  1 
(DC Probe (6-pin,PGPPGP,100 μm) ×    
(DC Probe (9-pin,PGPPGPPGP,100 μm) ×      
(Other(請加以說明) _________

	電路偏壓點: (請詳細填寫各個偏壓條件)

Vdd = 1.2 V，Id = 25.6 mA (限流 : 30 mA)

Vbias=0.6 V，Ibias = 0 mA (限流 : 1 mA)

	電路的描述: (電路的操作頻段、消耗功率、電路特性)
   S-Band LNA
   工作頻率：2.4 GHz       

   功率消耗：21.612 mW      
[image: image1.png]Vdd

M2

R D[, M1

Vetrl

AV

CL

Ce

it

Vdd

—6——Rfou

M4





Fig. 1 Schematic diagram

	模擬結果:(請註明各偏壓下的電流大小，且僅對附有電路模擬結果之量測項目進行量測。)
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Fig. 2 Gain                         Fig. 3 Input return loss
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Fig. 4 NF                         Fig. 5 Output return loss
Table 1 Summary of performances at 2.4 GHz

S11

S21

S22

NF

Current consumption (mA)

High Gain Mode

> 10 dB

25 dB

> 15 dB

3.1 dB

3 mA

Low Gain Mode

> 10 dB

-5 dB

> 15 dB

9.5 dB

1.5 mA



	晶片佈局圖:(1.請註明對應的量測腳位。2.僅對一種佈局圖進行量測。3.請標示pad與pad之間的距離，或在下方附上scale bar (比例尺)，可參考圖6。) 
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Fig. 6 Layout diagram


	其他量測需求: (若無則不需填寫；同一顆晶片申請第二次量測，請在此說明原因)



(Output power spectrum�(≦ 110 GHz)�          


(Phase noise 


(carrier frequency ≦ 110 GHz)�          


(Tuning Range 


(carrier frequency ≦ 110 GHz)�          








(P1dB (≦ 110 GHz，請填寫欲量測之頻率點)�    2.4 GHz        


(IIP3 (≦ 110 GHz，請填寫欲量測之頻率點，且必須從P1dB量測頻率點中作選取)�   2.4 GHz        


(Isolation (≦ 110 GHz)�          


(Conversion gain (≦ 110 GHz)�          
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